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デバイス性能の向上および作製コストの低減に向けて大口径かつ無転位の窒化ガリウム(GaN)

が必要とされている。Na フラックス法ポイントシード技術は非常に低転位の GaN 結晶を育成す

ることが可能である[1]。しかしながら、微小な種結晶を用いることや、横方向の成長速度が遅い

(~50 μm/h [1])ことから大口径化が課題となっていた。Naフラックス法において成長速度は結晶近

傍の窒素濃度に強く依存する。しかし、従来法では、結晶が窒素濃度の低い坩堝底に置かれてい

るため、成長速度が遅いと考えられる。そこで、私たちは窒素濃度が高い気液界面付近で結晶育

成を行い、結晶の高速成長を試みた。また、気液界面で結晶の高さ方向の成長が抑制され、より

効率的に口径方向の成長に原料を供給できると考えられる。以上より、本研究では a 軸方向の成

長速度及び形状の種結晶から気液界面間の距離(d)依存性を調べたので報告する。 

転位密度が 10
8
~10

9
 cm

-2の c面 GaNテンプレート(c-GaN/sapphire)をエッチングし、直径 1 mm

の GaNポイントシードを種結晶として用いた。坩堝に種結晶と Ga, Naおよび Cを充填後、ステ

ンレス容器に封入し、870
o
Cまで加熱後、4.0 MPaで窒素を加圧し、120 h育成した。今回は融液

の液位を従来の 6 mmに加えて 2 mmと 3 mmに保つことで種結晶から気液界面までの距離を制御

した。得られた結晶の a軸方向の成長速度の液位依存性を Fig. 2に示す。最高で a軸成長速度 80 

μm/h を達成し、Na フラックス法により育成された結晶の中で最も高速な成長を実現した。結晶

内の転位をエッチングにより評価した結果を Fig. 3 に示す。種結晶直上以外の横方向に成長した

領域はほとんどの領域でエッチピットは観察されなかった。以上より本手法は低転位 GaN単結晶

の大口径化に向けて有用であると考えられる。 

[1] M. Imade et al., Jpn. J. Appl. Phys. 53, (2014) 05FA06. 

Fig. 2 The dependence of the growth 

rate along a-axis on d, which means 

the distance between the gas-liquid 

interface and crystal. 

Fig. 3 The etch pit density 

distribution of the crystal 

grown with d=2 mm and typical 

SEM images of etch pits. 

Fig. 1 Schematic drawings of setup 

for (a) the conventional growth and 

(b) this study. 
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